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75-2 (Electric Phenomena) isolation of conductive or 

The invention concerns a ^od« -le characcerl2ed iQ comprising 
semiconducive materials on a s f 5 ^ on prsd eted. regions of 

at least the following steps^ U> dep a confor mal oxide; 

the s^strate to be insulated .g.ore^ / . R ?lasma 

(2) depositing on the P«d« d . 1 laver ot sm0 o,h precursor 

chase of "".aUcosilicate and M02 ; a 1 ^ q1 _ isolat ion 

oxide,- (3) deposi «ng o» tje^ f^f ormltion by annealing. The 
cir cuits with isolated narrow «v£xe.; semicQnduccor ; device 

insulation narrow cavity 
Electric insulators 
integrated circuits 
Semiconductor devices 

Viscous materials Hftnosicio n of viscous oxide in narrow 

(isolation process by de P°""°" ° 
cavities and semiconductor device) 

Oxides (inorganic), P roc * ss " £? (physical, engineering or 
RL: DE V (Device ^°J e £ "J.^ preparation,; PREP (Preparation) 
chemical process), ^ ; 

PR0 C (Process); ^ l ^ |ltlott of viscous oxide in narrow 
(isolation process oy ^ f 
cavities and semiconductor device, 
7631-86-9P, Silica. Passes D£? (Phvsic al, engineering or 
RL: m D i«lTrocr..~^TsyS"Ui; preparation,; PREP (Preparation, 
PROC 1C (Proces" ; USES (Uses, 
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(54) Precede d'laolaleur eledrlque par depot d'oxyde a l eial viaqueux dana de* cavlLea elroilea 
et diapoaitff acmi-conducteur oorreapondant 


(57) Uinvtmlion concern* ufi pioceUe u'.sokftnefit 
clcctriquc dc mntcrwux coodudcurs ou scmi-conduc- 
tcurs <fun subatmi, cnmctcriGC cn cc qu'H comconc nu 
moms lot stapes fiuivantas 

(a) on depoee cur tee regions predetermined du 
Iflnt drt contcrmc; 

(b) on depo&e «ut las re^ton* predetermine**, par 
reaction chimique en phase plasma de tetraaikosi- 


licatc ct dc pcroxydc d'hydrogene, unc couchc dc 
prccurscur d'oxydc nplnniasam; 

(r.) cr\ riApow* fiiir Im region* prArtttmminAAn an 
moinfi une couche d*oxyde isobnt; et 

(d) on ctfctfuc un rccuit dc transformation 

Ella conceme flgalarnent las dispositrfs semi-con - 
riurJAur* «t AiAmflnlfi fto ciff-iirts intAg/Afi A cavite* At rot- 
186 Isolde*. 
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Deecrlpiton 

L'nventxm concerns un proceeds' qui per met da rea- 
der Tisoiemem electnque de matenaux conducleurs ou 
semhcondueteurs utilises en micro-eleclronique et pre 
scnianl dcs caviles clroilca par depot tfoxydc a retiji 
visqueux, ainsi qua des dtsposnils comportant d« tafias 

Lee techniques (flotation da maieriaux oonduc- 
leur s. par e*ef ripte tie rrietaux utilises poui les trtlei con- 
nexions pour des circuits inleqres noUmmenl ou de ma- 
tcreiux scmi^conduclcufs pour tea *onca actives dc 
aubstrae sanH-conductaur evoluent, dans te cadre da ta 
r Ariurt inn rift* rttiiAnfiinnfi daft oralis imAo/a* mi A 
eamhoonducteufs at de raugmentaiion de deosite dans 
le domair le de U rrnao-eleclronkjue 

On connail deja de* techniques de depot en phase 
vapcur. par reaction cnimiquc cn phaeo vapour (CVOJ 
ou on phase plasma (PECVD), utilise-as notammant 
pom rifiolatton «n rTMf.ro-alacTroniqiia laalifiAa an oxyria 
de stlictum. Les lechniques crtees d-deesus mettent 
loules eft oeuvie des leacluns cNiMques uliksanl des 
composes a base oe silicium. comme le silane. le le- 
irdctnylorinosilicalc ou lc dchlorosiianc. ainsi que dcs 
oxydantfi [0 7t UjO. O n ) Touies cas reacucns produi- 
sanr un radral SO 'AAponsahla da ta formation rla I'oxy- 
de de silicium. L'oxygene non sature du radical StO est 
wtiwrwneiiWe^tiMaliai^icliirniqueawitt irnrrwdia- 
lemenl brs de I'arnvee sur id surface (fun rarical SO 
csl Ires solidc cl tc dcpol sc produil sans aucunc mobt- 
litd do surface, du fan de la reticulation tridtmensionnel- 
la 

Tout lee depots produits usuellement a bate de SO 
sonl dils confomtes, c'esl-a-dtte qu'Us se luwieiit paial- 
lelemenl uux surfaces sur iesquellea da sonl deposes 

Quand les motils a rccouvrir sonl sencs par cltcl 
cfombrage, rappauvristement du flux da radical SO 
ampacha la for maTion ria foxyria dans la* r.avi!ftA arro*- 

tes. 

L'mvwuon a poui but de pioposet un ptocede de 
depot tfoxyde a fetal visqueux qui permel de remplir 
ccs cavftcs ctroilcs. 

La piocede da i'invantbn parmai da remplir des ca- 
virAfi atroiiaa at d'aplanir Ian aurlana* reconvenes par 
da Toxyde qui apr as recurt, presents des qualftee sem- 
biables a telle* des oxydes de siiouin SOj deooses 
par les melhodes convenlonnellea. 

L'invcnlwn conccmc am* un procede d'isolcmcnl 
alectriqua da matariauif condudaurt ou aami-conckjc- 
taijrn rfun subafrat comportani an moin* Ian alap** 
survantee : 


pracursaur cfoxyda aplaniaaant; 

{c) on rtanoiwi mji la* ragionft pradAimm^A^a au 

moina una oouche rfoxyde ieolant: at 

(d) on effectue un recurt de transformation. 


(a) on depose sur les regions predelermmees du 
subslral a isolcr au moins unc couchc o^oxydc tso- 
lani dit conlomne, 

(b) on depose suf les regions pfedetermtnees. par 
reaction chmque en phase plasma de tetiaalkosi- 
licdte el de peioxyde dliydtoyene, une wudie de 


Scton r^vcnlon, on cnlcnd par subalra* les m«lc- 
haux oonductauffi ou semi^onducteura dont on char- 
nha a raalkar riaolamanl Alacrriqua, au rvems, dana rtea 
regions pfadAiarmineee. It peut a'agir rwtammant da 
fo rnelaux utilises pout les inlerox uiexiorts ou des £W»es 
actives semi-conduclrees de serni -conduct eurs 

Lc precede scion r invention s'appliquc particulicrc- 
mant aux regions praaentant daa cavnec eiioiaa, pour 
TKotation talarata par rranchaaa rhJ atihairai aami-mn- 
is ducteur ou ftsolation inter -metal pour des nrveaux da 
uonnexiofL 

Par caviles elroiles. on en lend loos moWs poor les- 
qucla Ice depots usucle sonl suaccplibtos dc provoqucr 
dot eflata d'ombrage 
20 AinAi, Mian rinvantion, Taaii nxyfjanaa KHiaaa sa 
decompose en phase plasma pour donner naissance k 
un fadical hydruxyle OH. Loisque le uorripose jjazeu* 
du silicium qu'esl le lelraalkosilicale ou lelraalkyiorino* 
Alcaic cat mis cn contact avee OH cn pfiasc plasma 
ou an phaaa CVD, il s'oxyda an tormant un radical 
RStOI I cWi R raprAaanla un radical alkyla rlana laqual 
foxygene n'est pas saturi et peut ainsi donnar naissan- 
ce a un depul tfoxyde ridie en yroupe sitai wl (SOH). 
U reaction en phase plasma mellanl en oeuvre du 
jo tclraaJkytorthosilicalc d du pcroxydc cThydroqcnc pcr- 
mat d'obtanir un tel depot at une teneur en silanol sulfi- 
fianta poui produira una «ii*cha liquiria viaquauaa 

Le radical silanol est fragile et un recuit pevmet de 
nwfiui U dwliuction quasi-kiU*le des «ioupetf wills si- 
Jfi laroi presenls dans Toxyde : tors de ce recuit. le aiianot 
sc Iransformc cn SO cn Itbcrant dc mydroqene ou dc 
Teau. Le materiau pracursaur ainsi racuti sa uansforma 
an nxyria ria siliciiim S0 2 

Comma composes gazaux du slUcium. on peut uti- 
m Ih^ei les composes teUaalkytortliosilittikis usuels en na- 
ao^leclronique el plus particulieremenl lea lelrttalky- 
xxthostlcalca poruml dca groupcmcnls alky to. pourvu 
qua la radical alkyte na torma pas da condensable loui d. 
II paiff «'aok dan groiipamanra mamyU, afhyUotj biiryla 
4S L'utSisatlon de carte technique permet de remplir 
txxiveiwblem* U les caviles a Mbles ueomeUies ou ca- 
vitea elrotlea. Anai, le procede seton hnvenlion permel 
te rcmpliasaqc sans dclaut dc cavHcs clroilca; par ca- 
vtas awjiiat, on amend notammant das cavitas da tar- 
SO naitr ria TomVa da O.a jam at ria« prn(onrtai»rR aupAriaii- 
ree a 1 u/n. 

L'inveiiliai a eujaletnefil poui objet un dispostlit 
sem-conducleur ou nleroonnexwn comporliinl un 
subslral acmhoonduclcur ou conductcur qui prcecnlc 
55 da& regions isoiaas par da foxy da da silicium, caracta- 
hse pa/ le fait qu'il compf*id au moins une region pte- 
deteiminee du substrat destinee a former uHeneure- 
ritenl une rone aclive et/ou cornpoiUuU des caviles 
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««*•» ««>« qua risotara comporte au mom* un. 
prMlk.. enurfe **** <4. mKocmR. in «»«*• 
tfoxyde form*, a Hut viaqueux par 
p£ma de tetraatkosileaie »t de f*rwyde d^ydrooene 
.Tune second, couehe rfoxyde. U couehe lonnee a * 
rcUH voqucux cUml daposcc cnlrc to ptcrmcrc cl to sc- 
eonda couch.* rfoxyd* 

rra.itra* avamaga* " awn* 

u0 c appa/atirooi & rexamec de la dewnpuon deia. * e 
mudes de ..use m oeu*e el de ifahHtUn rw- >« 

venlion. nollemenl imtauib. el <*« dessrs 

sur Icsqucia : 

la flour. 2 »«• rappawrisMffenl par •»!• tf om- 

du flux d'especes acl,ves apres un depol conlorme. 
Los liqurce 3a. 3b ol 3e ffluslrcnl la misc on ocjvrc 
du pmcede Mian rwwwon dans una ligian do ^ 
subfilrat A faihle gaomatna 


Tel uu'illusue « U fill""* *» ^ che * 
f M lormee par-llelemen. «ux surfaces du subset 1 
S ur tecaudM Clio csl dcpcscc cl unc <onc dc deta* 
* drnti 3 apparali; I a'ag* d^n. M» hnft- con- 
tort* avar. M r,««*™ rt« ^0^ 

Com/ne celf. apparart a. la figure 2, ton de rappl.- 

«.ion quelle P« ^«""" ^ 
.oris I. dip* conform. 20 sur un subsiral 10 cUnsun 
mttl a laiblc gcomclrie 00. to dux 40 applxjuc dc 
£™g*o «* * surtaca as. «pp«.vri a I** »«• 
it, rani 30, du to* * <«« rfomhois* P«~«i u * f* ( to 
rttoflt conform. 20 

mat en oeuvre du precede selon 
loul d-dbord le dcool usucl d'unc couehc tfoxyde 200 
M r un mJbOM 100 ton un motf da fa** 
•M0 asl rapr4*anta I a tormaflon d« «wia nramlAr* .com- 

du subslml 100 Le depol de la premie couche (foxy- 

dc eel conlormc. 

C. d*p« conv^fionn.1 tfenryd. 200 «t .4al«4 en 

,„d U «fcuiito ( s* J recurt(J.tran4lc^.c«.|X)0f»vnef 

Cor.™ ceh appa-« » "» ■ W» ' 
n,icrc coucne rfoxyde 200. on -caliec *«P« « 

^vCux. <Z* * cavrte d. MM Biom*™ 

300 

Sur celle eouche «W deposee en phase plwma. 
on ocpoec dc lacon convcnliconcllc unc 
d. SOOqu. a pour foncoon oWWiUv la couch. v«- 
l^ avar^r^uR de rtnt«*l.. « de regular la 

S^to, la romLlM. 0e d«laoU 600 el ndenb. U de- 


localiete dans una zona laxge 600 apparaissant au pted 

Aiora que Les deux elapes (a) el (e) peuvtsnt *lre 
rcutecca dc 1t*on ccnvcntionncBc. pw exempto cn 
CVO , P4up<. da dApOl d« couch, cfcntyd* apUm«»ni 

Le* oorxJitions d« o^ptt CVO ou eo phase plasma 
soni usuelteb pow Us uWie de la n HCic-etecUot^ 
On opens de pcelerence sous merle, par exempte 
tuolc uropn ou helium, dc lacon usucftc. 

On pout par an 606 C ° nd '* 

Radio Frequence de bO Wans, rutflieatiort de gaz par 
baiboleu.s a 40*C el un IU« de waz po.leui, 0e pide- 
rence rerle. et exempte de I*hetium. de 200 »m. 
b solution dc pcroxydc tfhydrogene pouvanl clrc cho.- 

peraiures composes enire 300-C et :CO0*G b duree 
du tecuil depend de la >«»iu«f alu.e chyisie AfrtK poo. 
une lerr^erdture de i'ordre de 400'C a opere un re- 
cuil pond*ml cnv.ron 30 rmnulcs. ic rccuit clanl opcrc 

SOU* 37019- 

I a cMierm aplanK-vmli. rm la rtecrmn «n ptw- 
s, plasma peut Mr. identrfi.. en anary w ^"f 00 ^^ 
la p.ese.u;. du Hroupet.-enl S,OH (iwrfavtfwite 3360 

el 940 cnr 1 ). _ . 

Par aiUcuns. aprcs rccuil dc lacouchc rfoxyde apta- 
ntsant. on paul observ.r sur tos oispocrtrrs a cav«.s 
A, (ort « tanl**. I«» d4la.it* da rtar«i.4. *n W« .4v4tonl 
oar imm.rsion dans una sounion rfacide lluorhydnqu. 

Akws qu. daiis hi cas an* oxyde* cawwiuoniiels. 
Ie 3 dilauls sorl localises sur une laiJe l«ieaire conlon- 
due avee la btecdncc des angles rcnlranls (v~rl.qurc 
, 7 on.3.ttiou 1 «2.t3*nsiacouch.20.200),*.ns 

ta ^ da* oxyrias dApoaas an phasa ™ 
dataxie soot moir* n.tt « U som IccaM. <»an«une 
«,» lane au pted du .i«lU fyoii fi«ur. 3c. mm 600) 

Le precede selon hnvenlion peul aussi remptacei 
les proeedds d'apiwilsscmcnl convcnllonncb. nouam- 
mn da. proc4d4s dns SOG (spin on gUss). II p«* *™ 
MM r^joinlanw- a.. pdHaaaQ. mAcano**™.*'* 


ncvendleallona 

1 Pnx4d4 rfiaol«nftrt Wacuiqu. d. nvn4rUux cav 
dirMiira mi aami-cnnrii waura rriin «<halrat. «<«f- 
I4na4 an e« qui comport, au moins \* *»p.s 

suivanLes 

(u) on dcpoec sur ics rcqKans prodclcmimccs 

du aubstrat A tsotor moru una couche d oxy- 

deieobnidiiconformei 

(b) on depose 6Jt les reQions predeieimjnees, 

par leariwn ctwT«que en piiase ptaana de le- 
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, (a^ , lk o. 1 lc a t.•td•p*' OT y d " <ft, » dro9 * n •■ un • 

let on dipt*. «ur k* .*B^ p.**™™*" 
«fl on elleclue un tecuil * m*Mm***- 

te. ro 
uT* » un. wmpAratur. compr*. «w 300 <* 

inmvc is 

pcralurc dc TofOro ac «KTC 
queux 

ncc a former uilcncurcmcnl unc .one 
quttU * 6«nt dfcpoete ontrQ to pr « to -con 
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